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Este invento se refiere a la Tabricaecidn de rectifica-
dores de selenio y {iene por fin proveer un método eficéz
de aplicsr una capa de\b10qﬁeo a la éuperficie de selenio
para mejorar sus caracteristic&s'rectificadoras.

5 De acuerdo con el invento, la capa de blocueo es apli-



.-

10

15

25°

30

2.

472258

oada por un tratamiento catb8dico del selenio en vna solu&ién
de bioxido de selenio.

Los elementom rsctificadorses de selenic orginarizmente
comprenden ung capa Jde selenio adherida a uné placs base ade-
cuada, de acero o aluminio; por ‘ejemplo; el selenio se ca-
liente en forma bien conocida a unz temperatura por debajo
del punto de fusibn del selenio, a fin de cristalizarlo y
colocarlo en condicidn de utilizacidn comc redtificador. Des-
puds se coloce ordinzriamente un contéa—elec;rodo sobre el
seienio recocldo y éste gencralmente se aplica pudveri-
zando una sustanciaz mstdlica tal como metel e “Jood sohre
la superficie. Como factor pars obtsnér una buena.caracte—
ristica de rectificscibn, se desea que el paso de corriente
en la direccién‘inversa, sea pequeiio, y también se desea que
se hega la célula para soportar un voltéje considerable,
Hasta ahora se han hecho varias proposiciones parz reducir
la corriente inversa yfelevaf el voltaje que se puedé gplicar
por la aplicacidn de varias sustancias a la superficie de la
cape de selenio recocida con anterioridad a la aplicacién del
contra-elsctrodo. Por ejemplo, se ha propucsto racubkir la
supefficie de selenio con lacas o con sulfuro y también ha
sido propuesto el exponer la superficie de selenio a vapores
de bioxido de selenio en una atmésfera himeda.

31 tratamiento cat8dico de la superficie de selenio, de
acuerdo_con el presente invento, tiene la ventaja de colocar
scbre la superficie de selenio una capa de blogqueo de un es-

pesor y calidad que puede facilmente ser controlads nor los
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factores asociados con el bafio de recubrimiento, tal como
la concentracién de la solucidnk el flujo de corriente y

la duracidén de tratamiento.

[T

Xl elemento de selenlc que se ha-de tratar catédicaménte,
de acuerde con el invento, puede ss» Jde un tipo adecuado bien
conocido, preparado, por ejemplo, por un método en el cual se
funde el selenio y se esparce sobre una placa base y se permite
que se enfrie y solidifique con la capa de sclenio fundida a la
placa base; siendo entonces tratado el selenio durente un periode
de tizmpo a temperaturas gue no exceden del punto de fusibn, a

fin de convertirlo de su forma amorfa a forma cristalina.

R b

Bl biéxido Ade selenio'(SeOZ),en molucidn utilizado para efqg?
tuazr el tratamiento catbédico de este elemento,puede tener practi—;
camente cualquier concentracidnjpor ejemplo, es conocido que una %
coneentracién de 80% o més en peso de Se0, en agua,puede ser uti--
lizada, y también es conocido gque se puede utilizar uns concen- 2
tracién tan baja como del 1%.Bsta solucién se puede preparar i
en cualquier forma conocida,por ejemplo,disolviendc 8elp sn agua,;
d disolviendio en agua dcido selenioso (H23e03) que se podria pre-§
parar, por sjemplo,iratando el selenio con &cido nitrico. Inde- |
pendientemente de la forma.de preparar la solucidn, se considera ;
una solucién de Se0y, que es ol términe que se usaréd en esta é
especificacsidn para designar tel solucién.
Para efectuar el tratamiento catbdico, la placa que tiene

el selenio cristalino, se mete en la sclucifn y se emplea como

c&todo. El1 4nodo puede ser un material adecuado  que
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no contamine la solucién, tal como platino o carbén. En
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el trétamiento, es preferible que el voltaje primeramente
apiicado entre el dnodo y el cdtodo sea bastante bajo, por
ejemplo, algunos voltios; ¥ &sto causari la formacidn de

una capa de bloqueo, gue 3¢ cres que comprende un Sxido 43
s#enioysobre la superficie del selenic, lo que causari la
disminueidn del flujo de corriente 2 medida que aumenta el
espesor de la capa de bloquéo. A medids que se aunmenta el
aspesor de la cépa de bloouo, se pusde elevaf correspondien—
temente el voltaje. Cumndo el voltaje ha sido asf aumentado
a unos 20 voltios, por éjemplo, 8ir [lujo sxcssivo d3 corrienw
te, se sabs que se ha formado uns buesna capa 3z dlogueo. 3i
se desea; el voltaje puede slevarse a un valor considersble-
mente mfés slto. Bl elemento lebe preferiblemente dejarse al-

gunos minutos en la solucién al voltaje final y después due-

[§1)

e guitarse y lavarse en azua pare quitar la solucidén Se0,.
Puede entonces gquitarse facilmente el agua bafifndolo en al-
ecohol o écetona que sécaré rapidamente. Despuds el elemento
puéde sar pulveriz;do en uns fofma bien conocida con la sus-
tancia contra-electrodo conduciors, tal como metal de wood,
que hace un contacto intimo sobre la placa de dhlogueo.

3i s2 dessa svitar que la darte posterior de la placa
cueds afectada vor el tratamiehto catédico, 12 placa puade
ger recubierta con una capa adecusda azislunts, tal como po-
lisstireno o una- lacsz, o la placa puede colocarse en un so-
porte &< wcuxdo qﬁe no admita.la z0lucidn a la parte posterior
de la placa.

A continuacibn de la apliczeién del contra-slectrodo,

e A TS O Y s AP s WL



Fra.

90

95

100

105

110

5e
4 144648
el elsmento de sslenio ordinariamente serd electro-formado,
ds acuarde con uns préctica corriente, por la eplicacidn
de un voltaje en la direccidn inversa entre la base y el
conira-electrodo. Esta electro-formacidn elev§fé adn mis
al vcltaje yue el eslemento puede 50p5rtar v también dismi-
nuiréd su corriente invsrsa. Las caracteristicas de voltaje
7 corrisnts inversa obtenidas lasmuis s la ,mectro~forméci6n,
dependcrén, naturalmente, de la calicad de la capa de tloguso
que ha sido aplicala.

Sz ha visto gue rectificalores tratados catddicaments
de acuerdo con cste lnvento, pueden tenzr proporqionss nuy
altas de corricnte directa contra corrisnte inversa y se
puede hacer que pueden soportar voltajes considerablemente
mis eltos y que tengan flujo de corriente inversa mucko més
bgjos que cuardo nc son asi trztados.

Rste invento corresponde a una Patente aceptada en In-
zlaterrae el 6 de Noviembre de 1944, ssfalada con el ¥9,
565.321.
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Los puntos de propia novedad que se presentan para jue

sean objato de esta Patente de Disz Afics son los sigulentess

1. — Bl método de fabricacién de un rectificador elfctri-
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co de selenio que incluye la operacibn ds tratzr ls supsrficis

metdlica de selenio, haciendo que a1 selegiO'sea el éétodo
en una célula electrclitica que contisne una sclucidn de
bibxido de selenio.

2. - 31 método de fab. icacidn de un rectificador eldetrico

de selenic qua incluye la operscidn de gplicar una capa de
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5loqueb a la superficie de selenio cristalino, trafando ca~
té3icamente Gicha superficie en una céiula slectrolitica
que contiens una solucién de biéxido de selenic.

3. — B1 método de fabricacildn de un rectificador.eléc-
trico de selenio gue comprende eliaplicar ﬁna caps de se-—
lédnio cfistalino a una'placa base conductora, tratar catd-
dicamente la superficie de'selgnio en unz célula electroli-
tica que contine una solucién dé bidxi’o de selenio y apli-
car un contra-electrodc a la'superficie trat;da de selenic.

4. -~ Bl método de acuerdo con el punto 3 que comprende
la operacidn a@icional de cubklr con una capa de material
aislante la superficie de la placa base, gue no tisns capa
de selenio.

5. — Bl m8todo de acuerdo con cualguierz Qe los puntos
precedentes en el cual la solucién de pibxido de selenio
tisne ura -concentracidn ontrs aproximidumente 1% v S0% de
biéxidq de selenio an agua, en‘pese.

,

6. - 3 método de fabr;cacién de un elementc rectificador
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de selsnio de acuerdo con cualquicra de los puntos precedentesi

T. = Mejores en la fabricscién de rectificadores eléctricos.
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Tal y como se ha deserito en la Memoria que antecede,

v-aegﬁs:egéaéo=gn-;eg=§§bugog=qaa=ge=aesmpu§an'y a los fines

egpecificados.
Esta Memoria consta de ssis hojas sscritas por una sola

cCala.
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